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142 Aula:
A jungdo pn Diretamente polarizada

Ao final desta aula vocé devera estar apto a:
-Olhar a Lei de Ohm do lado de dentro do material, explicando os
conceitos de condutividade e mobilidade

-Explicar, através de conceitos e equacdes, o que é corrente de
deriva e o que é corrente de difuséao

-Explicar o que € silicio intrinseco e silicio dopado (tipo n e tipo p)
-Calcular a concentracéo de portadores em silicio tipo n e tipo p

-Explicar o que ocorre quando se junta um silicio tipo n e um p,
criando um diodo semicondutor

-Calcular a barreira de potencial interna e a largura da regiédo de
deplecdo em um diodo semicondutor
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O Diodo em Aberto
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O Diodo em Aberto
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Exercicio

3.32 Para uma jungiio prcom ¥, = 10"/em® e #,=10"/cm® a 7= 300
K, determine a tensdo interna, a largura da regido de deplegto e as
distincias que ela se estende no lado pe no lado 7 Utilize 7=

1,5 10"/cm?.

Resp.728 mV; 0,32 4m; 0,03 4/m e 0,29 tm
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O Diodo Polarizado Reversamente
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O Diodo Polarizado Reversamente
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O Diodo Polarizado Reversamente
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$G-950

VARACTOR DIODES

SUPER HYPERABRUPT TUNING VARACTOR DIODES

FEATURES

* Mesa epitaxial silicon construction

+ Silicon dioxide passivated

+ Superior mid range linear characteristics
* High tuning ratios

* High @

+ Avagilable in common cathode style

+ Available in chip form (add suffix -000)
APPLICATIONS

+ TCXOs, VCXOs

* Low voltage wireless open loop VCOs

* Low voltoge wireless phase locked loop VCOs
* Phase shifters

SPECIFICATIONS

Reverse breakdown voltage at 10 pA DC
(at 25°C); 12 V min

Maximum reverse leakage current at =10V
(at 25°C): 0.05 pA DC

Device dissipation at 25°C: 250 mW (derated
linearly to zero at +125°C)

Operating junction temperature: -55°C to +125°C
Storage temperature: -55°C to +125°C

Total Total Total
Capacitance Capacitance Capacitance & min Model Number
CripFat-2V CripFat-7v Cr(pFyat-10V at -2V Common
min max typ min max {10 MHz) Single Cathode
46 58 6.1 4.2 5.2 75 GVD1401-001
100 150 13.0 8.6 10.6 50 GVD1404-001 —
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Exercicio

3.33 Para uma jungdo pn com A, = 10"7/cm3 e 4, = 10'/cm® operando em 7= 300 K,
determine:

(a) o valor de & por unidade de drea da jungGo (Wwm? é uma unidade conveniente) e

(b) (b) u capacitincia ¢/para uma tensto de polarizagdo reversa de 2 V assumindo uma drea de

junciio de 2500 pum?. Considere #,=1,5"10""/cm3, m= V2 e o valor de /, determinado no
Exercicio 3.13 (= 0,728 V).

REBP. (1) 0,32 fF/ume; (b) 0,41 pF 360

O Diodo na Regiao de Ruptura

Direta
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Quando | > I  a jungiio se rompe:

Ruptura por Efeito Zener (< 5V): ocorre quando o campo elétrico na camada
de deplegtio aumenta até quebrar ligagoes covalentes (pares n-p)

Ruptura por Efeito Avalanche (> 7V): ocorre quando os portadores
minoritdrioos que cruzam a regido de deplegtio quebram as ligagoes
tovalentes, e podem em seguida quebrar outras ligagdes 31






